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La presente invencidn se refiere a dispositivos se~

miconductores. que tienen un cuerpo semiconductor que come

" prende una parte de un tipo de conductividad cubierta con

‘una capa aislanie, en el que se ha formado una-estmciﬁura

. de transistor de efecto de campo cuya fuente y drenaje

comprende cada uno una regidn de electrodo que consists

de una reglén superficial del tipo de conduetividad opues

%0 que es adyacents & la capa aislante, y unz capz wetdli

" ca ubicadz sobre Ia capa alslante y & la que estd. corecta

- da un conductor conector, estando dicha capa metilica co-

nectada: & la regifn electrodica « través da una aberturx

" en la capa sislante y extendiéndose sobre la parte de di-

‘
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cha un tipo de conductividad y estando consctadss las re—

giones electrodicas entre =i por una regidn da canal del
tipa da conductividad opuesto que em mis delgadx que las
regiones electrddicas, estando provisto al menos wux elecs
trodo. de compuerte. que comprenda une regién de dicho un
tipo de conductivided adyascente & Ia regibén ds canal, mien
tras que l& parte de dicho un tipo de conductlvidad perte
nece & un electrodo de compuerta del transistor de efec:io
ds campo. Lz invencidn se refiere también & un método da
fabricacibn da tal dispositive semiconductory & un cir-
auito que comprende tal dispositive semiconductors.

Un transiator de efecto de campo pueada ser usado Qg._
T ampiifica:r sefiales eléctricas en que por ejemplc, l& '
fuente e= comin & lz entrade y a la salidea del cireunito, '
siendo aplicadas las sefinles eléetrices que deben ser am-;
plificadag al alectrodo de compuerta y siendo derivadas |
desde el drenaje Ias sefiales amplificadas, Lz capz meté~
Lice que pertenece =l dremaje y ubicadz sobre la caps ais
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lante conatituye entonces una capacitancia con lu partea
de dicho un tipo de conductividad ubicada bajo Ia capi
sislenta y pertensciente al electroda de compuerta. '

Le presente invencidn se basa enbre otros, en el xe

" conocimiento del hecho que dicha capacitancia produce rex

Iimentacidn, limitendo as{ la amplificscidn posible por
al dispositivo semiconductor, especialmente a alitgs fre-
cuenciag, y que dichu capacitancia que produce reelimen—
tacibn puede ser eliminuda, al mencs substancislmente, de
uns menerw. gimpla,

Eapecialmente en ftransistores de efecto da campo
destinados para emplificar sefiales de altas frecuencieas,
lag capas metdilicas son necesarias para conectar 1os con-—
ductores de slimentucidén « las mismas, teniendo en cuenta
que las capacitanciss pardsitas de las reglones elecfbréd_::._
cag son pequelias, de modo que los conductores de alimenta
cidn no pueden ser corectados directamenta = las regiones
electrdédicas mimmas.

Un objeto de la invencldén consiste, entra otros, en

proveer un dispositivo semiconductor de la clase mencionax

da en el exordic en gue es eliminadm al menos sustancial-

mente la mencionads capacitancia que produce realimenta-

' aiém.

De acuerdo con la& invencién un dispositive semicon-
ductor de la clase menciomda en el exordic se caracteri-
zz parque el drex de 1l capa aislante cublerta. por una de
las capas metélicas, estd ubicads, sl menos en parte, S0~
bhre unz capa de blindaje conductora, estando presente una

ca.pé. da barrera entre la capa de blindaje y la parte del

mencionado un tlpo de conductividad, y estando provisios

540523
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‘medioa para conectar eléctricamente Iz capa de blindaje &

Yy L.

1ls otra capa metélica.

Cheando el disgpositive semiconductor de acuerdo con

la invencién ea usado para amplificar sefizles aléctricéés

por ejemple, de 1= manera deserits, la capa de blindaje’

_ubicads debajo de la capz metédlicz pertensciente 2l dre=

naje y que esté eléetricamente conectada = le. cape matdli

ez parteneciente & la fuente, entoncssg, al menos un gran

proporeibm de lz mencionads capacitencia que produce rede
Limentacibén es reemplazads por unx capacitancia entrs la
fuente y ol drenaje y por una capacitancia (diode) entre
la fuente y el slectrodo ds compuertu. Lag dltimas cape-
citancias no son molestas 0 al menos 1o son en grado muw~
cho menor que la ezpacitancia que produce realimentacidn.

La capa de blindaje puede ser una capa mehdlica,
siendo la cape. de barrera unz caps zislanta, por ejemple
de 6xido da silicia o da nitruro de silicio, aplicada al
cuerpa semiconductor.

Una realizacidén preferida importante se ceracteriza

pargue la: capax de blindaje consiste en una regibén superfi f

.¢lal de tipa de conductividad opuesto, siendo la caps de

‘barrera lz juntura p-n formad: por dicha regién superfi-

e:l.al y la parte de dicho un tipo da conductividad., Esfo

-pa de blinduje y 1 otra capa metédlics.

proporciona la ventaja que duranta la fabricacibén de es:ta.f

i
realizaciby, la capz de blindaje pusde ser obtenidzs simul |

"&éneamentes con lazx regiones elee'trédieaa por difugién da

‘un activador y que, como e verk més adelante, se vuelve . '

posible una conexidn eléetrica muy ventajosa entra la ca- ’

Lz capa de blindaje pusde ser eléctricamente coneg~ !

- 340523
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tada a la otra capa metflicz de variam maneras. lLos dis~
positivos semiconductores pusden ser provistos, por ejenw
plo, con una envoliture gue aloja al cuerpo semiconducior
y en que los conductores de alimentacién conectados & las
cepas metdlicaa y al electrodo de compuerta son pasadus
& través de la envoltura ul exterior mientras que un COne
ductor de alimentacidn conectﬁdo & la capa de blindaje em
pagado al exterior a través de lz envoltura y es conecte-
do fuera de la envolturx al conductor de alimentacidén de
la otrae caps metdlica.

¢omo alternativa la conexlidén puede efectuarse dene
tro da la envoltura y entonces no es necesario conectar
un conductor da suministro adicional pura la capu de blipn
daja.

La capa de blindaje puede ser corm ctada ventajosa—
mente i la otra capa metdlica por mdio de un conductor
metdlico provisto sobre la cupa aislantea.

8i la capa de blindaje consiste en una regién super
ficial del ¥ipo de conductividad opuesto, la conexibn eldc
trica puede efectuarse, con gran ventaja, dentro del cuexr

po- semiconductor y una realizacidn preferida impartante

en que la cepe de blindzje consiste en una regién super—

¢ ficial, se caracteriz=, por lo tanto, poraune la 0tra. ca~
© pa metélica eatd elédctricamente conectada . la capa da
blindaje & través de lu regién electrédiica comectads. & di
cha capa metdlica y una regidn conectora gqueconecta dicha
| regibn electrddica « la capa de blindaje y que consiste

' en una regién superficial del tipo de conductividad opues
to. kmto en general hace posible una estructura compacta,

i pudiendo durante la fabricacifn del dispositivo, formarse

340523
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simulténeamente: las: regionss. electrédidas, la capa de blin

- daje ¥y la regién conectora, por ejemplo por difusién da

- un activador. ' -

Una. realizacién de un dispositivo semiconductor de

c acuerdo con la invencidn que se ha encontrado resulta.muy

ventajoso en la préctica, se caracteriza porque estén :yrg_
sentes al menos tres regiones electrddicas ubicadas una
junto & otra Ias que son alternadamente corectadas & una
¥y la otra capa metdlica, formando las capas metélicas un
trazado. interdigital y estando presente una regidn ds ca=
nal entre cada. dos regionss electrddicas secuenciales, es
tando conectadas las regiones electrddicas conectadas. a
la otra capa metdlica a través de regiones conectoras a
la capa de blindaje ublcada debajo de dicha una capa me-
tédlica. Las propiedades eléctricas de tal realizscidn son
muy favorables. y es posible una geometria. compacta.
Una regién de canal, preferiblemente, estd ubicada
debajo de uns regidn superficial de dicho un tipo de cone
ductividad que ea contigua a. la parte de dicho un tipa de

conductividad. y pertenece asi al electrodo de compuerta.

. Consecuentemente, la regibén de canal entre dos regiones

electrédicas estéd totalmente rodeada por el electrodo de
compuerta. 1o que in:f‘luye favorablemente sobre las pmpie-§

dadea eléctricas del dispositivo.

vers e s o

Deberi{a mencionarse que puede estar presente mis da

L un electrodo de compuerta; la regién de canal puede asrta.ri

ubicads, por ejemplc entrs dos regiones de. electrode de
compuerba que pueden ser individualmente conectadas.
Ie. invencién se refiere fambién a un circuito ampli

ficador de sefiales eléctricas que incluye un dispositivo -
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semiconductor de acuerdo con Iz invencién que se caracte-
rize. porque ls capa de blindaje y la otra capa;metéliqa\
soncomunes. & la entrada y la salida del circuito, s:!.emi'o..:
aplicadas. las sefialea que deben ser amplificadas al elec-~
trodo de compuerta y siendo derivadas las sefiales ampli-
ficadas desde dichs une capa metdlica bajo la cual estd
presente la capa de blindaje.

La invencidén se refiere también a un método de fuw=
bricecién de un dispositiveo semiconductor de acuerdo con
ia invencidn que se caracteriza porque la parite de dicho
un tipo de conductividad con las regiones del tipo de con
ductividad opuesto, es. obtenida usando un cuerpo semicon-
ductor de partida qua consiste de un substrato de dicho
un tipo de conductividad al que es uplicada una capa epi-
taxial del tipo de conductividad opuesto que tiene una re
sistividad mayor que el substrato, despuds de lo cual el
tipo de conductividad ds la. capa epituxial es cambiado
degde el tipo puesto a dicho un tipo de conduétividadipor
difusibén de activadores en la superficie de la. capa epi-
taxial, siendo partes de esta superficie durante este pro
ceso. enmascaradag contra la difusién de los activadores,

: no produciéndose dicho cambio del tipo de conduetividad
fen dreas. de la capa determinadas por la médscara y formén-

. dose Ias reglones del tipo. de conductividad. opuesto. Ia
l i s
' parte de. dicho un tipo de. conductividad. con las regiones

de tipo de conductividad opuesto es obtenida asi de mune-

‘ ra muy simple, teniendo las reglones del tipo de conduc-
tividad opuesto una resistividad mds alta que el substra-

H
H

‘t0- subyacente de dicho un tipo de conductividad. Lo Glti-

mo es especialmente importante para la regién de canal en
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gitivo semiconductor. SRR

Tembidn es posible usar un cuerpo semiconiuctor de’

partida que es totalmente de dicho un %ipo de conductivi-

dad y formar las regiones del {tipo de conductividad. A:;pdeg

%0 por difusibn de activadorss. gue producen el tipo de

" conductividad opuesto. Sin embargo, la formacibn de. las:

~regiones del tipo de conductividad opuesto que 'Bienepfu;na

resistividad mayor que la de la parte circundante de di~

" cho un tipo de conductividad, es entonces. mucho més "difi-

cil.

A fin de gque la invencién pueda ser Lécilmente lle-
vada a la préctica se deseribirin a continuacidn detalla-
damente realizaciones de la misma, 2 titulo de ejemplo,
con referencia a los dibujos esquemiticos que se acompa-
fian, en ques

La.figura 1 es una vista en planta de una realiza-
cién de un diépositivo semiconductor que tiene una estrue

tura. de transistor de efecto de campo da acusrdo con la

_invencién.

1fnea. II-II de la figura 1.

i
]

H
H
i

i
1
13
t

H

| Ifnes. IV-IV de. la Fignra 1.

Ia figura 2 es una vista en corte tomada sobre la
Ia. figura 3 es una vista en corte tomada sobre la
1ines. IIT-III de la figura: I.

i:é.{ figura 4 es una vista en corte tomads sobre la

La figura 5 muestrs un circuito de acuerdo con la

t invencién que incluye un dispositivo semiconductor de-

scuerdo con la invencidn.

La. figura 6 ez una vista en planta de otra realizgm

340523
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cibn de un dispositivo semiconductor de acuerdo con la .
invencién. )
La figura 7 es una vista en corte tomada sobre la
1{nea VII-VII de la figura 6, ¥y '
La figum 8 es una vista en corte de una realié‘.g-"
cién que estd ligeramente modificada en relacién a la de
las figuras 6 ¥ 7. '
H1 dispositivo semiconductor de las figuras 1 atf-
comprende un cuerpo semiconductor 1 que tiene una paift‘e
2 de un tipo de conductividad, que esté cubierto com uns
capa aislante 3. La parte Z incluye una estruciura de
transistor de efecto de campo cuyz fuente y dremaje com-
prenden cada uno unz regibn electrddica 4, en este ejem~
plo una pluralidad de regiones electrddicas 4 y una re-
glén electrddica 5 en este ejemplo una pluralidad de re=
giones electrbdicus 5, que comprenden regiones superficia
les, del tipo de conductividad opuesto gque son adyacentes
a la capa aislante 3, y capas metédlicas 6 y 7, respecti-

vamente, ubicadas sobre la capa aislante 3 y a la cual eg
t4n conectados conductores 8 y 9 respectivemente (mostra-
dos solaments en la figura 3 por razones de claridad) vy
que estén conectados & las regiones electrédicas 4 7 5 a
través de aberturas 10 y 1I respectivamente, en la capa '
aislante: 3. Las capas metdlicas 6 y 7 se extienden sobre
ia parte 2 dé dicho un ti_po de conductividad. Lag reglia-
nes electrbdicas £ y 5 estén conectudas entre si por unx
regién de canal IZ que ea més delgada que las regliones
electrddicas 4 y 5. La parte 2 da dicho un tipo de con&ug'

; tividad, perteneca junto con una placa metidlica da sopor-

te 20, al electrodo de compuerta de la estructura de tran

340523



- gigtor de efecto de campo.
Debe mencionarse que lag regiones ubicadas d:sha;;j:da-:
" de la capa aislante 3 y adyscentes & la misms estén fndie
~ecadas por limas punteadas en la figura 1. ‘
5 De amcuerdo con luz invencién la parte dea la eapés:éi_s_.
Iante 1 que eati cubierta por la mencionada capa netdlica
T, eatd ubicadé; sustancialmente sobre una caps de blindk-%
je conduetora. 13, estando presente una cape de bar:ce;'z;i:‘ ot
entre la. capa de blindaje y la parte Z. En el ejempla pre
10 gsnte, la capa ds blindaje 13 comprende una regibn super-
~ticial del tipo de conductividad opussto, estando consrti—
tuida la capa da barreraz I4£ por la juntura p-n fomadax en
tre la capz 13 y la parte Z.
De acuerdo con la invencidn estén provistos medios
15 para conectar eléctricemente Lx capa de blindaje L & la
otra. cape met&lica 6. En el ejemplo presente, la otrz ca-
pa. metdlica 6 estd eléctricamente conectads a le capa de
blindzje 13 « través dea lag regiones electrbdicas 4, co-
nectades « la capa mstélicz= 6, y regiones conectoras 1§
20 E que conectan dichas regiones a« la capa de blindaje I3 y .
‘ .comprenden regionag superficiales dal +tipa da conductivie
: dad opussia.
5 TDado que lag regiones electrédicas £ y 5, Ias rsgiu
‘nes; conectoras IY y la capa de blindxje 13 tienen &L mis- |

|
| !
25 mo tipe de conductividad, las mismas pueden sexr febricadas

s e s e b e o7

'simuTténeamente por difusién de un activador, no sienda neg

zcesma ninguna ofra medids para consciar lx otra capx ma-
télica 6 & la capa de bl:.ncIaje I3. Por lo demds, el dispc—
- sitive de Ias fizuras 1 a £ tiene una geometria compacta :

i

30 : y esto es posible, entra otrog, debido & que no es nec:esa—

140523
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rio conectar otros conductores conectores a la capa de
blindaje 13.

La capa de biindaje 13 permite eliminar subs‘bancia;
nente Ia cepacituncia entre la capa metdlica 7 y la parte
2 (electrodo da compuerta) gue produce realimentucidn du-
rante el funcionsmiento del dispositiva, como se describi
r4 mis detalladamente a contimzeidn.

Hl dispositivo incluye un nimero par (ocho) de ro-
glones electrbdicas que estdn ubicadas una al lado d\ﬁ ia
otra y estdn alternadamentea conectadas a dicha capu ﬁeﬁé—
lica 6 (Izsa regiones electrbdicas 4) y & la otra capa me-
'i:élica’% (las regiones elec‘brédicas;'ﬁ), formendo lus ca-
pas metilicas 6 y 7 un trazado interdigital y estando pre
gente una regibén de canul 12 entre cada dos regiones elec
trédicas 4 y 5 secuenciales. Cada regién electrédica 4 co
nectads. a la otra capa metdlica 6 aatd conectada por una
regidén conectora 15 = la regibén de blindaje 13 ubicads
por debajo de dicha capx metdlica ‘f.. Egta geometria hace
posible obtener propiedades eléciricas muy ventajosam del

dispositiva, mientras que el uso de una pluralidad de re-

giones yuxtapuestas favoreca una estructura compacta.

las regiones de canel IZ estan ubicadas bajo las re |
g:i.ones,- superficiales 21 de dicho un tipo de conductividad

' que son adyacentes & la parte Z da dicho un tipo de com-
" duetividad y asi pertemecen sl elactrodo de compuertx 2, '
. 20, 21. En un corte & través de la regién peipendicular
al plano del dibujo en la figura Z, una regién de canal |
12 eatd as{ totalmente rodeada por 1a regibn 2, Z1 parte-:
nacienta &l elactrodo de compuertz, 1o que influye favo-

- rablemente sobre las propiedades eldctricas. del disposi-

n. 940523
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Si las regiones 21 faltan, teniendo entonces la

5 regién de canal 12 el mismo espesor que las regiones eléf;;_'
_ trbdicas 4 y 5, estas regiones elsctrddicas forman, junto.

5 con las regiones de canal 12, las regiones conéctoras ib‘
y la capa de blindaje 13, un trazado coherente de regiorné

superficiales y durante la fabricacidén dichas regionss

pueden ser formadas simuliténeamente proveyendo una r«a_g:i.én
superficial que tiene este trazado coherente en la pg'z'i;e ;

10 2, por ejemplo por difusibén de un activador. Subsecuente-
mente pueden fomarse simultdneamente las regiones 21 1$or'
difusidén de otro activador. Todes las regiones deseadas
gson obtenidss asi con solamente dos tratamientos de difu-
st 6n.

15 Ahora se deseribirid la fabricacién de la realiza-

cidn mostrada en las figuras 1 a 4.

Es posible partir de uns placa de silicio delgadu
de un tipo de conductividad, cubierta con una capa de 6xi
do de silicio, la @ltima capa mencionada para formar en

20 ‘la misma una abertura correspondiente a dicho trazado coke
;ren'te farmado por las regiones 4, 5, 12 y 15 y vara pro=-
%veer las regiones difundidas del tipo de condu'c.tividad‘
‘ opuesto por difusién de un activador. Sin embargo, en'bon-?

Ece:a es dificil obterer regiones que tengan una resiétivi—§

[
i
1
3

25 dad més alte que la de la parte circundente de dicho un
tipo de conductividazd. Por esta razbn se proceds ;prefexi-?;

blemente de la manera siguiente.

Se parte de un substrato constituido por un cuer- '

i po de silicio tipo p que tiens dimensiones de aproximada-’

30 i mente 240 micrones x 450 micrones x 450 micrones y una re

| 3408523
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sistividad de aproximzdamente 0,2 Ohm.cm. sobre el gue se

forma una capa epitaxial de silicio de tipo n que tiene
‘una resistividad de aproximadamente 2 Ohm.cm y un espesor
"de aproximsdame nte 5 micrones,_siendo cubierta la capa epi

5 i't:axia.l de silicio por una capa de éxido de silicio de, por
e jemplo, apr ximadamente 0,2 micrones de espesor.

Ia capa de 6xido de silicio es eliminada por mor-
dicacién selsctiva de una manera usualmente usade en la
técnica de semiconductor, por ejemplo con la ayuda de up

10 fotoresist y un mordicante, teniendo una parte de la capa
de 6xido de subsist, una forma correspondiente al antes
mencionado trazado coherente de las regiones 4, 5, 1z, 13
¥y 15.
A la parte de la capa epitaxial gque ya no estd cu
15 bierta por la capa de 6xido se le da subsecuentememte unsz
conductividad tipo p difundiendo un activador tipo p: por
ejemplo boro en la superficies de la capa epitexial, de uns
manera ususl, después de lo cudl lu parte de la capa epi-
taxial bajo la capa de Oxido que no ha cambiado su tipo de
20 'conductividad forma el trazado coherente de las regiones
4, 5, 12, 13 y 15.
‘ Subsecuentemsnté Se formanilaé regiones superfi-
ciales de tipo p 21 que son adyacentes a la parte de tipo'

P 2, de una manera usual por difusién de un activador ti-

25 ?po p tal como boro, usando técnicas de enmascaramiento

ﬁconvencionales.

Ia saperficie de la juntura entre el substrato y
ila capa epitaxial estd indicada por una lines punteada 60 -
ien la figure 3 solamente, por razones de simplificacién,

30 iestando designédos el substrato y la capa epitaxial por

wyy
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61 y 62 respectivamente.

Las regiones de tipo n (15, 13 en la figura 3) son’
ligeramente mids delgadas que la capa epitaxial 62 dado
que durante el tratamiento de difusidn tiens lugar difu—
s8idn desde el substrato hacia la capa epitaxiall

Las regiones de tipo n 4, 5, 13 y 15 finélmente ob
tenidas son de aproximadamente 3,5 micrones, las regiones
de canal 12 son de aproximadamente 1,5 micrones de espesar
y las regiones de tipo p 21 son de aproximadamente 2 wi-
crones de espesor. _

Luego, se toman medidas para cubrir nuevamente to
da el drea superficial de la capa epiftaxial 62 con una ca
pa de 6xido de silicio, después de 1o cual se gorman aber
turas 10 y 11 en la capa de 6xido 3. Una capa de tipo n
ohmicamente baja de aproximadamente 1 micrén de espesor,
adyacente a las aberturas, se obtiens difundiendo un ac-
tivador tipo n, por ejemplo fésforo, a fin de permitir un
contacto satisfactorio con las capas metdlicas que dében
ger provistas. ILas aberturas son limpiadas, despuds de lo
cual es aplicada una capa de aluminio de aproximadamente
0,4 micronss de espesor, por ej§mplo por deposicidén desde
vapor, sobre la capa de 6xido 3 y en las aberturas 10 y 1L
Partes de la capa de aluminio son nuevemente eliminadas

por mordicacidn selectiva, subsistiendo con ello las capas

metélicas interdigitales 6 y 7.
De una manera usualmente usada en la técnica de semictn
ductores, la capa de silicio 1 es asegurada a un soporis me

t4lico 20, por ejemplo, por soldadura y/o aleacibén soporte
que pusde servir como un contacto terminal para el electro

do de compuerta.Serd evidente que un conductor conector pe

ZLNORIX
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de ser conectado también a la regibn 2, 21 pertemciendo

2l slectrodo de compuerta a través de una abertura en la
capa aiglante 3. .

También de une mansre convenclonal son conectados
conductorss conectores 8 y 9 por ejemplo filiformes, & las
capas metdlicas 6 y 7, por ejemplo por unidén a presién.

Les dimensiones indicadas por las flechas 22 a 27
en la figura 1 son aproximadamente 112 micrones, 140 micro
nes, 180 micrones, 100 micrones, 100 micrones y 204 mi.
crones respectivamente.

En la figura 2 las regiones 21 son de aproximada-
mente 4 micmwnes de ancho. EL ancho de las aberturas 10 y
11 es de aproximadamente 6 mic rones.

El dispositivo de las figuras 1 a 4 puede ser in=
corporedo en una envoltura de la mansra usual.

La figura 5 muestra une realizacidén de un circui-
t0 de acuerdo con la invencidn que ineluye un dispositivo
semiconductor P de acuerdo con la realizacibn descripta.
Los conductores conectores del dispositivo semiconductor
tienen los mismos nimeros de referencia que en las figu-
rags 1 a 4. _

E1 condnctor conector 8 es comectado a un potencial

de referencim, en este ejemplo masa, a través de un resis

" tor Bl de aproximadamente 3 kohm que es desacoplado poxr
'un capacitor Gy . El conductor conector Y es conectado a |
. una tensidn positiva de apw ximadamente 15 volts a 'bm.vés%

. de un resistor R27 de aproximadamente 5 kOhm.

Los circuitos de entrada y do salida, cuyos dete~

. 11les no son esenciales para la invencidn, son conectados

& los terminales P, q y terminales R S respectivamente.

. 940B27%




10

15

20

25

30

A E_ATY

La oapa de blindaje 13 y la otra capa metdlica 6
son asi comunes a los circuitos de entrada y de selida &'
través del conductor conector 8, mientras que las gefiales:
que deben ser amplificadas son aplicadas al electrodo de
compuerta que tiené las regiones 2 y 21, a través del’ con
ductor conector 20 y las seﬁéles amplificadas son derivﬁ—
das a través del conductor conector 9, desde dicha capa-me|
tédlica 7 bajo la cual estd presente la capa de blindaﬁé"

13.

LI}

Ia capacitancia C, es la capacitancia (diodo) for i
5

i
§do de compuerta, y la capacitancia 03 es la capacitancia

¢

imado por la capa (e bllndage 13 y la parte 2 del elsctro-

entre la capa metdlica 7 y la capa de blindaje 13. Diehas?
capacitancias usualmente no son molestas en la préctica.

. Si no estuviera presente la capa de blindaje 13,
Zse produciria una capacitancia 04 en lugar de las capuci-
tancias C, ¥ Cy entre la capa metdlica 7 y la parte 2 del
electrodo de compuerta. Esta capacitancia 04 produce rea-
limentacién y limita de este modo el factor de ganancia
posible. |

Se ha encontrado que, en la realizacibn descripta,

pero sin la capa de blindaje 13, la capacitancia total que
produwee realimentacidn es aproximsdamente 1, 4 pF y, si eg
t4 presente la capa de blindaje es de 0,5 pF de modo que

se vuelve posible una amplificacién a aproximademente fre

cuencias tres veces mis altas.

Con referencia a las figuras 6 y 7 se describird
a continuacidén una realizacidn de un dispositivo semicon-
ductor de acuerdo con la invencién en gue la capa de blin

daje estd conectada a la otra capu metdlica en el exterlor

3460523
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del cuerpo semiconductor.

Un cuerpo semiconductor 3L incluye unza parte 3¢
de un tipo de conductividad en que se fomman regiones eleg
trbédicas 34 y 35 del tipo de conductividad opuesto, coneg

tadas por una regibn de canal 47 del tipo de conductividad

| opuesto, que estd ubicada debajo de una regibn superficia%
%41 de dicho un tipo de conductividad. Ia reglién 41 eS'adé?
?yacente a la mrie 32.

' Una capa aislante 33 es provista con aberturas.42%
'y 43 a través de las cuales las capas metdlicas 36 y 37 .
ublcadas sobre la capa aislante 33 son consctadas a las
‘reglonss els ctrddicas 34 y 35.

Unz capa de blindaje 40 que consiste de una regién
.superficlal del tipo de conductividad opuesto, es Formada
‘bajo dicha capa metalica 37 y la capa aislante 33.

La capa de blindaje 40 es eléctricamente conectada
‘a la otra capa metdlicae 36 con la ayuda de un conductor
%metélioo 45 que es formado sobre la capa asislante 33 y qué
vestablece contacto con la capa de blindaje 40 a través de
una aberturs 44 en la capa aislante 33.

Conductores conectores 38 y 39, mostrados solamen
te en la figura 7 por razones de claridad, son conectados
a las capas metdlicas 36 y 37, siendo asegurado el cuerpo
gemiconductor & un soporte metdlico 50 que pueds sexvir co
mo un conductor conector pura las regiones 32 y 41 del elec
trodo de compuerta.

Le realizacibn de las figuras 6 y 7 puede ser fa-
bricada de una maners similar y ser inciufda en un cireui
t0 de una maners simllar a la descripta con referencia al

340523
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‘una capa metdlica en lugar de la cape de blindaje 40 gue'.
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Deberia mencionarse que las regiones superficia-

les adyacentes a la capa alslante 33 estén indicadas por -

1lineas punteadas.

-

Pusde usarse una capa de blindaje que consiste en

consiste en unz regibn superficial del cuerpo semiconduc-—
tor 31. Ia vista en planta de la: figura 6 permanece enton

ces substancislmente sin cambios, mientras que el corte

de la figura 7 es reemplazado por el de la figura 8, I&

capa de blindaje 40 es una capa metdlica que es aplicéda {

a la capa aislante 33 y que es cublerta ella misma por un%

capa aislante 49 que soporta a la caps metdlica 37. Ia !

: abertura 44 es formada en este caso en una cape aislante

i aislante 49 puede ser, por ejemplo, de éxido de aluminio.

- 49, La cape asislante 33 constituye le capa de barrerz en-~-

tre la capa de blindaje 40 y la parte 32.

Si la capz de barrera 40 es de aluminio, la capa i

La capa aislante 49 puede consistir como altermativa en
ﬁn fotoresist o un material tal como 6xido de silicio.
Serd evidente que la invencidn no estd limitada a
las realizaciones descriptas y que son posibles numerosas
modificaciones para los expertos en el arte dentro del al
cance de la invencibn. Asi un coductor consctor, por ejem
plo filiforme, puede ser consctado a la cgpa de blindaje
a través de una sbertura en la capa aislante que cubre
la cepa de blindaje y ser pasado al exterior a través de
la envolturas del dispositivo semiconduotor, estando cons-
tituida la conexidn eléctrica a la otra capa metdlica por
la conexibén de dicho conductor conector en el exterior de

la envoltura al conductor conector de dicha capa metdlica.

340523




10

15

20

a5

4-6-6'(

~ Nfmero 66-06714, se ascoge a los beneficios del articulo

senicondue tor diferente al silicio, por ejemplo, germanio
0 un compuesto AIIIBV‘ Ademds serdn posibles para un ex—

perto en el arte, circuitos diferentes al circuito des-

cripto, en que se usa eficazmente la. cape de blindaje.

{Tumbién, el cuerpo semiconductor de un dispositivo semi- |
‘conductor de acuerdo con la invencién puede incluir, ade-
;més de la estructura de transistor de efecto ds campb, :
;otro elemento disyuntor, por sjemplo un resistor. Un dis-;
positivo semiconductor de acuerdo con la invencidn pueds |
comprender més de un electrodo de compuerta. Asi la re-
gibn de canal puede estar ubicada, por ejemplo entre Aos
resiones pertenecientes a electrodos de compuerta diferen
tes.

La presente solicitud que corresponde a la presen

tada en Holanda, con fecha 17 de mayo de 1.Y66, bajo el

' 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

Los puntos de invencidn propia y nuevae que se pre
gentan péra que sean objeto de la presente solicitud de
Putente de Invencidn en Espaifla, por VEINTE afios, son los
gigulen tes:

l.~ Un dispositivo eemiconductor que tiene un
cuerpo semiconductor que comprende una parte de un tipo

de conducitividad cubierta con una capa eaislante y en que

- 340523
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estd formada unz estructura de transisior de efecto de

campo cuya fuente y drenaje comprenden, cada uno, una re
gidn eléctrodica que consiste en una regibn superficial

del tipo de conduc tividad opuesio que es adyacente g.la ca
pa aislante y una cepa metédlica ubicada sobre la caﬁﬁlﬁig
lante y a la cual estid conectado un conductor conecthon, es)

tando dicha capa metdlica conectada a la regibén elsctrbdi-
i

‘ca a travéds de una abertura en la cegpa alslante y exten-

diéndose sobre le parfe de dicho un tipo de conductividad,

'y estando conectadas las regiones electrbdicas entre si
'por una regién de canal del tipo de conductividad opue sto
gque es mis delgado que las regionss electrddicas, estanﬂo

£y

zprovisto al menos un electrodo de compuexrta gque comprerde

una regibn de dicho un tipo de conductividad adyacente &
%la regidén de canal, pertenecienio la mrite de dicho un i
?po de conduetividad & un electrodo de compuerta del tran-?
zsistor de efecto de campo, CARACTERIZADO porque el 4rea de!
la capa aislante cubierta por uné dé'las capas metdliecas,
estd ubicada al menos en parte, sobre una capa de Elindaje
conductora, estando presente une caps de harrera entre la
capa de blindaje y la parte de dicho un tipo de conduc+tivi
dad, y estando provistos medios para conectar eléctricamqg
te la capa de blindaje a le otra capa metélica.

2.= Dispositivo semiconductor de acuerdo con la
reivindicacién 1, CARACTERIZADO porque le capa de blindaje
eé ﬁna_capa metdlica y la éapé de barrera es uns cap2 aig
lante fommade sobre el cuerpo semiconduc tor.

3.~ Dispositivo semiconduw:tor de acuerdo con la
reivindicacién 1, CARACTERIZADO porque la cape de blinda-
je consiste en una regi6n éuperficial del tipo de conduc~

340523
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tividad opuesto, siendo la capa de barrera la. juntura p-n
que se fomma entre diche region superficial y la parte de
dicho un tipo de conductividad.

4,- Dispositivo semiconductor de acuerdo con une

o mis de las reivindicaciones precedentes, CARACTER1ZADO

fporque le. capa de blindaje estéd electricamente coneciada
'g la otra capa metdlica por medio de un conductor matdli-
Eco formado sobre la capa alslante. A

5¢- Dispositive semiconductor de acuerdo con las
éreivindieaciénes 1 y 3, CARACTERIZADO porque la otra cepa
imetélica esté electricamente conectada & la capa de biin-
jdaje & través de la regibén electrédica conectada & dicha

‘capa metdlica y una regibén consctora que conecta a diche

regién eléetrodica y a la capa de blindaje y que consiste

_en una regibén superficirl del tipo de conductividad 0pqu'

0.

6.~ Dispositive gemiconductor de acuerdo con la
greivindicacién 5, CARACTERIZADO porque estén presentes al
menos tres reglones electrédicas colocadas una al lado de
otra, que estéin elternadamente comsctadas & una y a la
otra caepa metdlice, formando las capag metdlicas un trazg
do interdigitael y estando presente una regién de canal en
tre cada dos regiones elsctrbdices secuenciasles, estando
conectadas las regiones electrédicas consctadas a la otre
capa metdlice, a través de regiones conectoras, a la capa
de blindaje ubicada por debajo de dicha una cape metdli-
ca,

7.~ Digpositivo semioonductor de acuerdo con una
o més de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO
porque una‘regién de canal estd ubicada bajo una regién

340523
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superficial de dicho un tipo de conduetividad que es adys
cente = Iz parte de dicho un tipo de conductividad y pear-
tenece asi al slectrodo de coupusria.

o= Dispositivo seniconm;c“do:: Ge acuardo COoil uns. o

mAs de las wpeivirdicsciones precsdsntss, en compinscidn

con un cireuito para wipiiricar seilales eléetricas, CA-

RACZLRIZATO porque la capa da vlindaje ¥ la otra cave ng |

lie s .. 2 E - 5 2 8 : !
valics. son ccxmunss & los circulwos de ewnbrads ¥y de sali-

Ga, siendo suminigtrades las ssigles que deben ssr suapli
ficanzs 3l elacirodo dg coampusria y siendo dsrivadas las
sefizles amplificadzs desde dicha un= capa nsiflica bajo
1z cuzl estéd presente la capa de blindaje.

$.— Un disposiiivo ssilconaucior.

Pgl y como sz ba descrito en l&icmoria gue anvecs

de, rspressniace en 1oz didujecs ques s2 aconpangn y ovgra !
Llos finss espsclificados. :
Xata lismoria ccmsta we velubidds hojas escritas a

péguine Do uns sola Qard.

Ladrid, 2 4 FEB. ‘mag
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